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         Дефектной подсистеме кристаллической решетке полупроводников типа АIIВVI свойственны различные преобразования при  возбуждении  светом,   в свою очередь приводящие  к изменению в спектрах поглощения и излучения, а также электрофизических свойств. Эти процессы, являются причиной нестабильности эксплуатационных характеристик твердотельных электронных приборов, работающих в режимах излучения или поглощения. Интерпретация  некоторых преобразований такого типа в кристаллах АIIВVI основывается на предположениях о фото- и термоассоциации и диссоциации примесно-дефектных комплексов. 

В работе представлены результаты исследования влияния условий эксперимента на фото- и термостимулированные преобразования примесно-дефектной   подсистемы, играющих роль центров прилипания и рекомбинации (ЦП и ЦР) в  легированных рубидием кристаллах сульфоселенида кадмия (CdSxSe1-x<Rb>).

                 Экспериментальные результаты и их обсуждение
Спектры примесной фотопроводимости (ПФ) образцов кристаллов CdSxSe1-x<Rb>, измеренные при комнатной температуре, состоит из одной полосы. Оценка оптической энергии ионизации ЦП электронов, ответственных за данную полосу, по красной границе спектра ПФ приводит к значению ЕО ( 0.9 эВ. Анализ данных по кинетике ПФ показывает, что эти центры характеризуются сечением захвата электрона  Sn ( 10-14 см 2. В кристаллах, охлажденных до 90 К, эта полоса, в зависимости от уровня дополнительной подсветки собственным светом, которая определялась по величине фототока Iф, испытывает  низкоэнергетический сдвиг.  
        В исследованных кристаллах имеет место и оптическое гашение собственной фотопроводимости (ОГФ), которая является следствием рекомбинации оптически освобожденных с акцепторного центра дырок (глубина Еv + 0,60 эВ) с электронами из зоны проводимости.       Спектр термостимулированной проводимости (ТСП) в кристаллах охлажденных  в темноте (режим-1) представляет собой кривую с двумя максимумами. Её структура указывает на то, что спектр является следствием наложения многих элементарных полос, образованных в результате термоопустошения системы близко расположенных энергетических уровней под дном зоны проводимости. Охлаждение кристаллов (режим – II) приводит к значительному изменению, как структуры, так и интенсивности спектра ТСП.          Для  анализа полученных интегральных кривых ТСП, с целью выделения начальных участков роста соответствующих элементарным полосам  и определения  параметров Et, St и Tm,  применялся метод термоочистки.  
   Сравнения полученных кривых ТСП  снятых при различных режимах  предварительного охлаждения,   и наблюдаемые изменения полосы ПФ от условия эксперимента, указывают на то, что в исследованных кристаллах при охлаждении на свету (режим II), протекают фотохимические реакции (ФХР).   Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение о том, что в кристаллах  CdSxSe1-x<Rb>: а) с ростом уровня собственного фототока,  максимум и красная граница полосы ИПФ при низкой температуре испытывает низкоэнергетический  сдвиг на величину (0,15-0,2) эВ; б) в зависимости от режима  охлаждения  структура  и  интенсивность кривых ТСТ испытывают существенные изменения

 Основной причиной низкоэнергетических спектральных сдвигов полос ИПФ является  их связь с распределенными по межатомным расстояниям комплексами типа донорно-акцепторных пар (ДАП).   Фотостимулированные преобразования спектров ТСП и ПФ наблюдаются в одних и тех же кристаллах, однако они имеют различную природу или структуру.  Сравнения экспериментальных данных показывает, что сложный характер  спектров ТСП, в отличии от спектров ИПФ,  наблюдаются как до, так и после изменения условий эксперимента. Кроме того, эти особенности не  могут быть объяснены на основе предположения об их связи с одним сложным  центром ассоциативного типа. Спектр ИПФ (ПФ),  представляет собой одну полосу, находящая объяснение в рамках модели допускающий   связь с оптической ионизацией донорных подуровней комплекса типа ДАП.

Для  ЦП ответственным за спектры ТСП, характерны сечения захвата   порядка 10-14 – 10-19см2, что более чем на пять порядков меньше сечения St – центров, ответственных за спектры ИПФ. Этот результат объясняется тем, что электронные ЦП, наблюдаемые в кристаллах по причине своей неустойчивости, подвергаются отжигу после термической эмиссии электронов. Для этого достаточно, чтобы за время повторного захвата свободного носителя заряда новые центры распались бы на столько, чтобы обеспечилось соответствующее уменьшение параметров Et и St, что и имеет место в рассматриваемом случае. 
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